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MIMORIA DESCRIPTIVA
que se presenta para unir a la solieitud
de
PATENTE DE INVENCION
formilada el dfa 7 de Septiembre de 1.966, con el ne.33953
o .
ESPANA
por VELNIE afios
a nombre de INTERNATTONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION,
entidad norteamericana, establecida en Armonk, Nueva
York, Estados Unidos de América, por:
"IN DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR DEL TIPO DE EFECTO
DE GAMFO® ' ST

Este invento se refiere a elementos 1dgicos ver—
adtiles que utilizan el principio de efecto de campo de
puerta oislada.

Los dispositivog de efecto de campo del tipo de
puerta aislada estdn caracterizados por un sustrato semi-
conductor de un tipo de conductividad y un par de Areas
semi conductoras estrechamente espaciadas del tipo de con-
ductivided opueste las cugles pueden estar, por ejemplo,
difundidas en el sustrabo. Un material aislante, tal como

didxido de silicio, es depositado sobre los materiales
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seniconductores y una puerta metdlice es depositads sobre
¢l maberial alslante sobre el canal de naterisl de sus-
trato que estd entre las dos dreas semiconductoras difun—
didas. Una de las dreas difundidas se designa como la
fuente y puede tener aplicado a ella un potencial +e tie-
rro, ¥y la otra drea difundida, designeda como el crenaje,
estd acoplada a travds de una resistencis a una fuente de
potencial de polarizacidn de uma polaridad opuesto = la
de su tipo de conductividad. Cuando se aplicz a la puerts
metdlica un potencigl de la misme poleridad que la del
potencisl de polarizacidn, induce en €l cansl unas regidn
superficlal de tipo de conductividaed opuesto, conectondo
con ello eléctricamente la ruente al drenaje pars pronor—
clonar un cemino de baja impedancia.

Durante mds de una década, los disefiadores de
circuitos 1dgicos han estado tratando de idesr elementos
1dgicos tuniversales* versdtiles de materisles semicon—
ductores de bajo cosfe. En la mayorfa de los casos, las
tentotivas se caracterizaron por circuitos constituldos
por componentes individuales semiconductores y pasivos.
TLas mejoras en la tecnologia de la fabricacidn permiten
hoy dia producir muchos de estos circuitos en forma inbe~
grada; no obstante, en cada una de las tentabivas conoci-
das para ldear elementos ldgicos universales, se utili-
zan un mimero excesivamenite grande de elementos semicon-
ductores en el elemento ldgico, muchos de los cusles no
son, aperables funcionalmente para muchas de las formas
1dgicas que puede adoptar el elemento. Estos elementos
1égicos universales son ten ineficaces en la ubilizacidn
de los componentes individuales en ellos, que han tenido
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poco o ningin empleo en equipos comerciales.

In consecuencia, un objeto nrincipal del presente
invento es proporcionar un elemento ldgico versdtil que
estd especislmente bien adaptado a la fabricacidn en una
pieza y en el cual se usan de un modo muy eficaz los ele—
mentos semliconductores que forman parte del mismo.

0tro objeto del presente invento es proporecionar
un elemento 1ldgico mejorado que utiliza el principic de
efecto de compo de puerts aislada.

Bstos objetos se logran en una rezlizacidn del
presente invento mediante el uso Ge un dispositivo de
efecto de campo del tipo de puerta aislada €l cual estd
caracterizado por una fuente y dos o mds drenajes asocia-
dos con la fuenbe. Una plurslidad de puertas metdlicas
estdn conectadas entre la fuente y cada drenaje, ¥y una
pluralidad de puertas metdlicas acoplan los dos drenajes
entre si,. Cade drenaje estd conectado = su fuente de po-
tenecisl de polariszacidn inverso por medio de uns impedan-—
cia, de preferencia en Torme de una tirs alargada de ma—
ferizl semiconductor difundido del mismo +tipo de condunc—
tividad que el drenaje. Esta reglizacidn proporciona fun-
ciones 1dgicas con inversidn.

En otra realizacidn, se han provisto una fuente
y dos drensjes, para lograr funciones 1ldgicas seguidoras
de fuentes

Los anteriores y otros objetos, caracteristicas
y ventajes del invento se vondrdén de manifiesto de la
descripeidn més detallada que siguc de reslizaciones pre—
feridas del invento, tal como se han ilustrado en los di-~

bujos que se acompailan.
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En los dibujos:
~La Fig. 1 es una vista en planta de uns Torma
del elemento 1dgico mejorados

La ¥ige 2 es un corte verticel a 1o largo de la
linea 2-2 de la Fig. 1;

La Fig. 3 es un corte vertical a lo largo de la
linea 3-3 de la Fig. 13

La Figs 4 es una vista en plantsa del elemsnto
semiconductor mejorada de la Fig. 1 empaquetado en la
formae que se desizna corrientemente en la industriz como
paguete plana®.

) Las Figs. 59 son vistas esquemdticas de algu-
nas de las configuraciones ldgicas que puede adoptar el
elenento mejorado de las Figs. 1-3.

La Fig. 10 es una vista en planta de otrs forma
que puede adoptar el elemento 1ldgico mejorado; ¥

La Fige 11 ilustra esquemdticamente una plursli-
dad de los elementos ldgicos mejorados fabricados sobre
un gble sustrato.

EL elemento ldgico mejorado de las Figse 1-3
incluye un sustrato 1 que, en la realizacidn preferida,
es un sustrato de material semiconductor de silicio del
$ipo de conductividad M. Por medio del procedimiento usual
de difusidn, se forman una fuente 2 y un par de drenajes
37y 4, todos de un tipo de conduebividad P, sobre el sus-
trato 1. La fuente 2 estd alslada eléctricamente de los
drenajes 3 ¥y 4 por un canal muy estrecho 5 del material
de sustrato del tipo de conductividad I el cuzl se extien-
de desde el borde de la derecha de la Fige. 1 21 borde de

la izquierda e incluye secciones 65 T, 8 ¥ 9 de forma de U.
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Una prolongacidn X0 del canal 5 que se extiende haoia
arriba, en general de forma de N, aislada eléectriccrente
los drenajes 3 y 4 entre sf. Se han provisto resishen—
cias de carga 15 y 16 en forms de tiras alargadss y estre—
ches de materiel P difundido que se exbienden desce sus
resvectivos drenajes hasta contactos 17 y 18. Los contac—
tos estdn conectados a fterminales 19 y 20 de nlimentacidn
de polarizacidn inversa.

La fuente 2 estd conectada eldctrica:ente a un
contacto metdlico 21 &L cual estd o su vez conectado al
potencial de tierra.

Terminales de salida ZL y 22 en forma de contactos
metdlicos 22 ¥ 23 estdn conectados eléctricamente a sus
respectivos drenajes e impedancias de carga 3, 16 ¥y 4,

15.

Usualmente, la regidn 1 de sustraoto estd conecte—
da al potencigl de tlerra.

Con referencla en par‘biculai- a las figs. 2 y 3,
se verd que el sustrate 1, la fuente y los drenajes tie-
nen superpuests una pelicula de materisl aislante 0 tal
como de didxido de silicios. Un par de puerfas metdlicas
2largadas A ¥ B estdn depositadas sobre la parte superior
de la pelicula aislante 30 inmediatamente por encima de
la seccldn 9 de canel de forma de U para controlar el
acoplamiento eléctrico de la fuente 2 2l drenaje 3 cuando
se gplican a ellas potenciales de polarizacidn de la po-
laridad apropiada.

De un modo similer, se han provisto puertas me~
tdlicos ¢ y D pars acoplar eléctricamente la fuente 2 al
drenaje 3y ¥ se han provisto puertas Hy I y K para contro-
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Lar el acaplamiento eléetrico de la fuenbe 2 al drencje 4.

Con referencia en particular = la Fig. 1, se v_e_;ré
que las puertas metdlicas E, P y G se han provisio para
controlar el acoplamiento eléctrico del drenaje 3 ol Gre—
naje 4 ecuando se gplican a ellas potencisles de polariza-
cidn de nivel y polaridad adecuados.

Bn la Mig. 4 se ha representado el elemento semi-
condncbor mejorado de las Figs. 1-3 montado en una estruc—
fura 35 de soporte de paquete plano que tiene una piura—
lidad de conductores de entrada A'-K’ inclusive, conduc—
tores de salida ZL' ¥ Z2', ¥y conductores de alimentacidn
de energis eléctrica 36, 37 y 38. Hilos conductores 39
¥ terminales 40 conectan las puertss y los contvactos del
elemento de la ige. 1 a conductores correspondientes de
la estructura 35 de soporte de paguetie pleno.

A continuacidn se expondrd con detalle €l funcio-
namiento del elemento ldgico mejorado de la I'ige le. Se
supondrd que los contactos 17, 18 y 21 estdn eonectados
a sus respectivos potenciales de alimentacidn y que les
puertas A-K inclusive, tienen splicado a ellas potencial
de tierra. Cuando se aplica el potencial de tierra o una
puerts metdlica tel como la A, el material del tipo H en
el cenal 9 proporciona una impedancia eléctrica muy alta
entre las Areas adyacentes del tipo P de la fuente 2 ¥y
el drenaje 3. Con la fuente 2 aislada eléctricamente de
los drenajes 3’y 4, el potencizl negntivo en los bermina—
les 19 ¥ 20 serd aplicado a los termineles de salida ZI ¥
722 por medio de las impedencias de carga 15 y 16 ¥y de log
cottbactos 22 ¥ 23

Si se aplica un potencial negativo, por ejemplo,
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12 voltios negativos, a la puerta A, inducird en la super—
ficie superior (Fig. 2) de la seceidn 9 de canal inmedin-
tamente bajo ella, una regidn de tipo P que proporciona
conexidn eléctrica de muy baja impedsncia entre la tuente
2 y el drenaje 3, con Lo que es aplicado potencisl de tie—
rra desde la fuente 2 al drenaje 3 y por consiguiente ol
terminal de salida Zl.

En 1o que sigue se indicardn las dinensionss ade—
cuadas para las diversas seccidn del elemento 1ldgico semi-
conductor mejorado de las Figs. 1-3; no obstante, se apre-
ciard que se han dado Unicamente a menera de ejemplo ¥ que
pueden ser convenientemente modificodas por Los expertos
en la téenice sin desviarse del verdadero espfritu ni re-
basar el alcance del invento.

Lag anchuras de la seccidn transversal de las re-
sistenciags de carga alargadas 15 y 16 puede ser del orden
de 0,025 mm. Tia relacidn de anchura e longitud de las par—
tes de los canales 6-10 inclusive, que estdn bajo una
puerta respectiva A-K deberd ser del orden de 80:l. La
separacidn minima de difusidn deberd ser del orden de
0,0125 mm. Una resigtividad de sustrato adecuada puede
ser del orden de 10 ochmios—centimetro. La resistividad de
1émine puede ser del orden de 2,5 chmios en cuedro para
ung difusidn de tipo I sobre tipo P &, alternativemente,
Ge 5,5 ohmios en cuadro pars una difusidn de tipo P sobre
tipo . La pelioula aislante 30 puede bener un espesor
del orden de 2.000 a 4000 §° Las resistencias de carga
15 y 16 pueden ‘tener velores de resistencia del orden
de 4.000 ohmios cada una de ellas. Una profundidad de di-
fusidn adecuada puede ser del orden de 3 micras. La anchu~
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B, miezzis P
e A —

ra de difusidn de tipo P puede ser del orden de 0,075 mm.

Se apreciord gue los tipos de conductividad del
maberial de sustrato y las dreas de difusidn vueden ser
invertidos. Iia polaridad de la alimentacidn de polariza-—
eidn ¥y de las sefigles de control serian asimismo inverti-—
das.

Tias decisiones 1ldgicas tipicas que pueden to-—
marse con el elemento semiconduchor mejorado de las sigs.
1-3 se han representado en las Figs. 5-9 inclusive. La
Fige 5 muestra la decisidn 1dgica genersl tomada por el
el emento, habidndose supuesto que uns condicidn w1» 14—
gica estd caracterizada por potencial de tierra ¥y una
condicidn "0# 1dgica por un potenciei negativo de 12 vol-

tiog.
gon 1los potenciales de tierra “l“ 1dgicos apli—~

cados a las puertas de entrada A, By C ¥ U, no circulard

corriente directomente desde la fuente 2 al drensje 3e

De un modo similar, cuando se aplican los poten—
claeles de fierra de “L" 1dgico a las puertas E, ¥ ¥ G, no
se establece conexidn eldectrica entre los drenajes 3 ¥
4.

Cuando se splican potencisles de tierra "1¥ 1d-
gico a les puertas Hy I, J ¥ K, no se establece conexidn
eléctrica entre la fuenbte 2 y el drennje 4.

En consecuencia, los terminales de selida ZL ¥
Z2 tienen un "0" ldgico (potencigl negetivo de 12 voltilos)
gplicado a ellos cuendo las puertas A=K inclusive estédn
2 potencial de tierra. Por ejemplo, si se splica un po-
tencial negabivo de 12 voltios ("0 1dgico) & cualguier

pusrba A~D, serd splicado el potencisl de tilerva directa~



10

15

25

mente desde la fuente 2 2l terminel de salida ZE, pero
no ol terminal de salida z2. Si se aplica un "0 1dgico
(potencial negativo de 12 voltios) a cuslquier puertsa L,
FJE G yauno de los condunctores Hy, I, J 0 K, se exten—
derd el potencial de tierra al terminal de salida Z1 por
medio de la fuente 2, el drenaje 4, el drenaje 3 y, por
supuesto, secciones gpropisdas del canal S.

Lo aplicacidn de una sefial de "O“ ldgico (puten—
cigl negativo de 12 woltios) a cualquiera de los rontac—
tos de entrada H~J aplicard potencisl de tlerra gl termi—
nal de salida Z2. De un modo similar, la aplicacidn ds
ung sefisl de "O" 1dgico a cualquiers de los conbactos A-
D y a cuzlquiers de los contactos E=G aplicard potencial
de tierra 2l terminal de salida Z2.

Asi, el principio bisico del funcionomiento
del elemento de la Fig. 1 estd caracterizado por una de—
cisidn Idgica en tres niveles seguida por etepas de inver—
gidn ecomo se ha ilustrado en la Fig. 5.

Otras posibles funciones ldgicas representadas
en las Figs. 6-9 se logran efectuando ciertas conexiones
externas en el elemento 1dgico de la #ig. L.

De un modo més particular, se conectan los con-
tactos H, I, J ¥ K de la Fig. 6 a potencizl de tierra pa—
ra evitar paso de corriente directamente desde la fuente
2 ol drenaje 4. Bsto d4 por resultado que la salida Z1 efeg
tda una funcidn de inversidn ®»Y® con respecto a las en—
trodos A-De. La selida %2 proporciona una funcidn ldgica
de inversidn Y/ con réspecto a las entradas A-D y E-Ge

En la configuracidn 1ldgiea ilustrads en la rig.

7, cualquiers o mds de uno de los contactos H, I, J y X
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estd unido eldctricemente a un pobtencial negebivo de 12
voltios, exbtendiendo con ello el potenciel de tierra desde
la fuente 2 al drenaje 4, con lo que se proporcions un
cireuito ae inversidm Y de 7 vias con respecto a los con—
tactos A-G, inclusive, ¥ a la sglida Zl.

Para lograr la configuracién Idgica ilustrada en
la I'ig. 8, se conectan los contactos &, F, G e I, J, K a
potencial de tierra y se conecha el terminel de selidz
71 3. terminsl de entrada He. Z1L proporcionsa entonces uns
funcidn de inversidn Y con respvecto a los conductoves
de entrada A, By C ¥ Dy ¥y €l termingl de sslida Z2 propor—
ciong una funcidn de no inversidn Y con respecto a los
termingles de entrada A, By C ¥ D, cont 10 que se logran
seficles de sslida complementarias.

La disposicidn de enganche biestable ilustroda en
la Fig. 9 se regliza conectando los contactos E, ¥y, ¥ G
o potencial de tierra, comectendo el terminal de sslide
71 21 Terminasl de entrada H y conectando el termingl de
pelida Z2 al fermingl de entrada D. Se ha provisbo un
engonche biestable de 3 vlas de enirads de poner ¥y repo-
ner, y el engenche incluye salidos complementerics 41 g
%2. Se apreciari que un grupce de entrades serd la fuente
de entradas de poner y el otro la fuenbte de entradas de
reponer. wi golamente se desea una entrada de poner y una
entrada de reponer, los conbactos B, ¢, I ¥y J pueden ser
conectados el potencial de tierra con 14s dnicaes enbra-
deg de poner ¥y reponer conectadas a los contactos & y K.

Se gpreciarsd que pueden lograrse otras coniigu~-

raciones 1dgicas conectando arbitrariamente varias entra~

das a potenciales de tierra o negativo de 12 voltios ¥
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mediante inberconexiones adecuadas entre los terminsl es
de entrada y de salida, ¥ que las configuraciones ilus—
tradas en las Figs. 5-9 se han dado a manera de ejemploe.

To que se cree que es de considerable importan—
ecia es el uso eficaz de los elementos semiconductores
cada una de las configuraciones ldgicas que puede adoptar—
el circuito y la consiguiente economfa del elementn 13gi-
cos De un modo mds especial, puede verse que Se ubilizan
1a fuente, ambos drenajes ¥y las resistencias de carga 15
y 16 en cada configuracidn léglca ilustrada.

Se aprecisrd que pueden proveerse drenajes adicio-
noles similarves a los drenajes 3 y 4 cuando se deseen lo-
grar deicisiones 1ldgicas mucho mds complefas y variadas.
Se usard la misma fuenbte para cada uno de los drenajes,

v cada drenaje tendrd su respectiva resistencia similar
o la resistencia 15, su respectivo Juego de contactos de
entrads tal como A-D, y contactos de scoplemiento entre
sf de drenajes tales como E-G. Se apreciard asimismo que
el numero de contactos en éads grupe tal como A-D, H~J ¥
E~G puede ser convenientemente asumentado o disminuido.

Adends, la seleccidn arbitraria de los niveles
de seifinl de tierra y de 12 voltios negativos como condi-
ciones 1ldégicas de N y "1® modifican las funciones 1ldgi-
cos ejecutadss por las diversas configuraciones de cir—
cuitooe

La Fig. 10 ilustra una segunda rezlizacidn en
la cual puédeﬁ proveerse una iuente y dos drenzjes o bien
un drenaje y dos fuentes. Puesto que el uso de una fuente
y dos drenajes se ha estudiado debenidamente con respecto

a la realizacidn de la rig. 1, no se repetird detellada~
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mente con respecto a la realizacidn de la rige. 10+ =g
suficiente que se aprecie que las correspondientes re-
glones semiconductoras de las Figs. 1 y 10 pueden ser
controlades para que operen de maners iddntica.

EL ¥Ynico cambio esenciszl es la reduccidn eu la
Fige 10 del 4rea de la regidn correspondiente a la fuen—
te 2 en la Fig. 1. Esto es de escasa significacién cuan—
do el elemento de la Fig. 10 se hace operar de la mauera
descrita en 1o que antecede con respecto a la Fig. 1. iic
obstante, como se verd a continuacidn ese cambio es ne-
cesario cuando esa regidn estd eonectada a una adliments—
¢idn de 12 voltios negativos pars proporcionar un modo
de operacidn de seguidor de fuente. sl sustrsbo, como se
ha indicado enteriormente, estd ususlmente conectado a
potencial. de tierra; ¥y el sustrato y esa regidn Lformen
un elemento capecitivo en forme de una unidn de dicdo po-
lerizada inversamente. REebta capacidad debe hacerse mini-
ma disminuyendo el dres de la unidn.

A contimuacidn se describird la resligacidn de
la Fige 10 con respecto a su funcionamieato como un dispo~
sitive seguidor de fuente. A las partes que se correspon—
den fisicemente de los elementos de las Figs. 1 ¥y 10 se
han asignade mimeros y letras de referencls similares.

Asf, €l elemento de la Fig. 10 incluye un sus—
troto I de materisl semiconductor del +ipo de conductivi-
dad M. Un drenaje 2, fuentes 3 y 4 y resistencias 15 y 16
de conductividad de tipo P estan difundidas en el sustra—
$o. El drenaje esbd conectado 2 un terminal de glimenta—
cidn.negaﬁivo vy las resistencias 15 y 16 estén conecta—

dos g potenciales de tierra.

-T2 -
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Puertas A-D, B=K y E~G controlan la conductivi—
dad eléctrica entre el drenaje 2 y la fuente 3, el drena-
je 2 y 1la fuente 4, y las fuentes 3 y 4, respectivamerte.
Cuando se aplica potencisl de tierra a cads puerta, no se
establece conexidn eléctrica entre las regiones P a las
cunles estd superpuesta. Cusmdo se aplica a una puerta
un potencial negativo adecuado, ésta conecta dléctrico-
mente las reglones de tipo P a las que estd superpues-—
ta.

Normslmente, los terminales de salida Z1 y 22
tienen aplicado potencial de tlerra por medio de las re—
sistenclas 16 y 15, respectivemente. Cuando una de las
puertzs A-D tiene aplicedo a ella un potencizl negativo,
aplico la alinentacidn de 12 voltios negativos el termi-
nal ZJ. por medio del drenaje 2 y la fuente 3. Un potencial
negativo en una de las puertas H-K aplica la alimentacidn
de 12 voltios negativos =l termingl de salida 72 por me-
dio del drenaje 2 y la fuente 4. Un potencial negativo en
una de las puertas E-G conecta eléetricamente la fuente
3 a la fuente 4.

Por consiguiente, se verd que la realizacidn de
la Fige. I0 operada en forma de un seguidor de fuente ten—
drd un prinecipio bdsico de funcionsmiento similar @l de
la configurscidn ldgica de la Fig. 5, excepto en que no
hay funciones de inversidn. Andlogamente, esta reeliza-
cidn puede ser dispuesta para ejecutar funciones 1dgicas
simileres a las representadss en las Figs. 6 y 7 con las
funciones de inversidn suprimides. Puesto que no pueden
obtenerse seilales invertidas, esta realizacidn no puede

ejecutar funciones similares a las representadas en las

- 13 -
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Pigs. 8 y 9.
) La Fig. 11 ilustra esquemdticomente la Formeidn
de tres de los clementos légicos mejorados 50, 5L y 52 so-
bre wn sdle sustrato 53. Se ha representado &l elemento

0 en forma de un seguidor de fuenbe; y los elemenios

5l ¥y 52 en forma de bloques de inversidn.

Ademds, se ha representado el elemento 52 con
tres partes de drenaje 54, 55 y 56. Cada uno de esos Gre-
najes estd acopledo a le fuente 57 mediante jJuegos rcspec—
tivos de puerbas 60, 61 y 62. Los drenajes 54 y 55 estdn
acoplados mediante puertas 63. Los drenajes 55 y 56 es—
§4n acoplados mediante puertas 64.

En la prictica comercisl, la formecidn de una
pluralidad de elementos 1dgicos sobre un sdlo sustrato
con una configuracidn fisica del tipo representado en la
Fige 10 pormite el uso de cada elemento ya sea como un
BYloque funcionsl de Inversidn o ya sea como un bloque fun—
cional de no inversidm. Lia seleccidn se hace simplemente

mediamnte la conexidn externa de los dos terminales de ali-

" mentacidn a cade elemento. Esto forma la base pars un ele—~

mento 16gico verdaderamente universal y extremaccmente ver—
sédtil.

Aungue el invento se ha representado y descrito
en parbicular con meferencia a reglizaciones preferidas
del mismo, comprenderdn 1los expertos en la tdéenica que
pueden efectuarse en &L los anteriores y otros cabios
en forma ¥y en detalle, sin desviarse Gel espiritu ni re-
basar el alcance del invento.

La presente solicitud, que corresponde a la

presentads en Estados Unidos de América, el 8 de Septiem—

- T4 -
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bre de 1,965, bajo el n2. 485.76L, se acoge a 1los benefi-
cios del articule 51 del vigente Estatuto sobre Propie—

dad Industrial.

N O T A

Los puntos de invencidn propia y mueva, que
se presentan para que sean objeto de esta solicitud de
Patente de Invencidn en Espafia, por VEINIE afios, son los
siguientes:’ ’

le~ Un dispositivo semiconductor del tipo de
efecto de campo, de puerta alslada, que comprende: un
sustrato semiconductor de un tipo de conductividad; una
primera regidn semiconductora del tipo de conductividad
opuegto formado en una superficie del sustrstos regiones
semiconductoras segunda y tercera de dicho tipo de conduc—
tividad opuesto formadas en dicha superficle de sustrato,
situada cada una de ellas inmedisbamente adyacente a una
parte respectiva de la primera regidn e inmedisbamente
adyacentes entre si; incluyendo el sustrato una parte de
conal olargado estrecho en dicha superficle interpuesto
entre lag tres regiones y que las aisla eléctricanente
entre sf; impedencias de carga acoplados a dichas regio-
nes segunda y tercera; terminales de salida primer y se—
gundo conectados eléetricamente a las regiones segunda y
tercera respectivamente; un potencial operante que tiene

un par de bterminales; uno de los cuales estd conectado a

-15 -
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Le primere regldn y el otro de los cusles esbd coneciado g
las impedsncias de carga; una pelicula de moberisl ailglaon—
te superpuesta #l sustrato y a dichas regiones; y una
pluralidad de medios de puerba metdlicos slargados en la
pelfcula gislante y aislados eléchricamente del sustrato
semiconductor y de las regiones, estsndo cads puerta
situsda sobre una sececidn respectiva del cansl gue separas,
a un par respectivo de regiones, y siendo sensible a se-
ficdl es de entrads de una polarided y de un nivel seleccio-
nados para inducir en la superficie yuxtapuesta del ecmnal
una parte de dicho tipo de conductividad opuesto pars co-
nectar eléctricemente dicho per respectivo de reglones
entre si.

2o~ El dispositivo semiconductor descrito en
el Punto 1 en que: los terminales de potencial opersnte
aplican un potencial de referencis a la primera regidn se
miconductora y un potencizl de polarizacidn inverso s las
regiones semiconductoras segunds y tercera, opersndo con
ello el elemento semiconductor en un modo invertido.

3o~ EL dispositivo semiconductor descrito en
el Punto 1, en que: los terminales de potencial operente
aplican un potencizl de referencia a las reglones semi—
conductoras segunde ¥y bercera y un potencial de polari-—
zacidn inverso a las primeras regiones semiconductoras
para operar el elemento semiconductor en un modo no in-
vertido.

Lo~ EL dispositivo semiconductor descrito en
el Punko 1, en que dicha pluralidad de medios de puerta
incluye: grupos primero, segundo y tercero de puertss si-

tuadas sobre secclones de canal respectivas gue separen

- 16 —
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las regiones semiconductoras primera y segunds, primera
v tercera, y segunda y tercera, respectivanente.

5.~ EL dispositivo semiconductor segin el Punto
4 juntamente con: medios conectados a algunas de diches
puertas seleccionadas y terminales de szlids para operar
el elemento segun una seleccionada de una pluralidad de
configuraciones 1dgicas disponibles.

6.~ Un dispositivo semiconductor del tipo de
efecto de compo, de puerte aislada, que comprende: Ul SUS~
trato semiconductor de un tipo de conductividad; una pri-
mera regidn semiconductors del tipo de conductividad
opuesto formade sobre ung superficie del sustrabo y adap-
teda pare conexidn con un terminsl de un potencial operan—
te; regiones gemiconductoras segunda y tercera de dicho
tipo de conductividad opuesto formeodes sobre dicha super—
ficle de sustrato, situada cada une de ellas inmedista—~
mente adyscente a una parte respectiva de la primers re—
gidn e inmedigtamente adyacentes entre si; incluyendo el
sustrato una parte de canal alargado estrecho en dicha su-
perficie interpuesto entre las tres regiones y que las ais—
la eléctricamente entre sf; impedancias de corga acopladas
a dichas regiones sesunda y btercera y adaptedas para co-
nexidn con otro terminal del poterncial operante; termina-
les de salida primero y segundo conectados eléetricamente
a los regiones segunda y tercera, respectivamente; una
pelicula de material aislante superpuesta al sustrato y
a diches regiones; y una pluralidad de medios de puerta
metdlicos clargados sobre la pelicula aislente y oislados
eléetricomente del sustrato semiconductor y las regiones,

estande cada pueta situada sobre una seccidn respectiva
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del cendl que separa a un par respectivo de regiones ¥y
adeptada pare recibir sefieles de entrada de una polaridad
¥ de un nivel seleccionados para inducir sobre la super—
Ticlie yuxbepuesta del conel una pairte de dicho bipe de
conductividad opuesto pare conechar eléctricamente diche
par respectivo de regiones entre si.

Te=- Un dispositivo semiconductor inbegrado del
tipo de efecto de campo, de puerta aislada, que comprendes:
un sustrato semiconductor de un tipo de conductirvidad; ¥
una plurslidad de elementos 1dgicos de funcidn miitiple,
incluyendo cada uno de szl menos glguno de dichos elementos:
une primers regidn semiconductora del +tipo de conduchivi~
dad opuesto formada sobre una superficie del sustrabo y
adeptada para conexidn con um berminzl de un potencial
operante; regiones semiconductoras segunda ¥y tercera de
dicho tipo de conductividad opuesto formades sobre dicha
superficie de sustrato, situacas cada una de ellas inme-
diatamente adyacente a una parte respectivs de la prime-
ra regidn e inmedistamente adyacentes entre si; una parte
de canal 2largado estrecho de dicha superficie de susira—
to interpuesta entre las tres regiones ¥y que las aigla
eléctricamente entre si; impedancias de carga acopladas
o dichas regiones segunda y tercera y adaptadas para co-
nexidn con otro terminsl del potencisal operante; termina-
les de salida primero y segundo conechados eléetricamente
a las regiones segunda y tercera respectlveamente; una
pelicula de material aislante superpuesta ol sustrato y
a Gichas regiones; y una plurselidad de medios ds puerta
metdlicos elargados sobre la pelicula aislante ¥y alcle-

dos electricamente del sustralo semlconductor y de las
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regionesg, estando situada cada puerta sobre una seccidn
respectiiva del canal que separs a un par respectivo de
regiones y adapbtada para recibir gefisles de entrada de
ung poloridad de un nivel seleccionados y de un nivel
para inducir sobre la superficie yuxtapueste del-canal
una parte de dicho tipo de conductividad opuesto pora
conectar eléetricomente dicho par respectivo de regio-
nes entre si.

8= L dispositivo integrado segin el Punto
T, en que cada plurelidad de puertos asociadas con un
elemento 1dgico de funciones miltiples, respectivo, in-
cluye: grupos primero, segundo y tercero de puertas si-
tuadas sobre secciones de cansal respectivas separando
las regiones semiconductoras asociadas primera y sesunda,
primera y tercera, y segunda y tercero, respectivamente.

e~ EL dispositivo integrado segin el Punto 8
Juntemente con: medios conectados a alpunas seleccionadss
de dichas puertas y de dichos terminales de salida para
operar cada elemento 1dgico de funciones miltiples segin

una seleccionada de une plurdlidad de confiruraciones 14—

~glcas disponibles.

10 e= Un dispositive semiconductor del tipo ‘de
efecto de campo, de barrera aislada, que comprende: un
sustrato semiconductor de un tipo de conductividad; una }
fuente del tipo de conductividad opuesto difundida en
una superficie del sustrato y que tiene una periferis alar—
gada irregular; drensjes primero y segundo de dicho tipo
de conductividad opuesto difundidos en diche superficile
del sustrato, que tienen cada uno une perileria alargada

irregular situsda inmediatemente adyacente a una parte
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o una parte respectiva de la periferia de la fuente ¥

que tiene cada unc una parte irreguler situado inmediaba~
mente adyacente a uns parte resvectiva de la periferia

del otro drenaje; incluyendo el material del sussm‘l,o una
parte de canal alargado estrecho intervuesto entre la
Tfuente ¥ ceda drenaje; ¥ que aisla electricamente la fuen—
te de cada drenaje; ¥ que aigla eléctricamente los dre-
najes eutre si; tivas slargadas vrimera ¥y segunds Ge Da—
terial semiconductor de dicho tipo de conauctividad epues—
to difundidas sobre el sustrato, conectades eléchbrice-
mente o los drenajes primerc y segundo respectivamente,

v que forman impedancias de carga pars sus drenajes res—
pectivos; terminzles de salids primerc ¥y segundo conec—
tados eléctricamente a los drensjes primero y segundo res—
pectivamente; una d imentzcidn de energia eléclrica que
tiene un par de terminsles, uno de los cuales estd co—
nectado a la fuente ¥ el otro de los cucles estéd conec—
tado a extremos de las impedenciss de cargn alejados des—~
de los extremos que estdn conectados a los drenajes; unsg
pelicula de mabterial sislente superpuesta 2l sustrabo,

a la fuente, a los drenajes y a las resisbtencias de car—
go., ¥ unos medios que incluyen una plurglidad de puertas
métalicos elargadas depositadas sobre la pelicula aislante
vy aisladas eléctricamente del sustrato, de la fuente ¥

de los drenajes, estando cada puerte situada sobre una
seccidn respectiva del cenal que separa la fuente de uno
de los drenajes o, elternabtivamente, uno de los drenajes
de los demds, y adaptada para recibir seiiales de entrada
de una polaridad ¥y de un nivel selecclonados pare induelir

en la seccidn yuxbtapuesta del cansl un drea de dicho Hipo
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de conductividad opuesto para conectar eléctricamente sus
respectivos fuente y drenaje, o par de drenajes.

11.~ EL dispositivo semiconductor segin el
Punto 10, en que dicha plurzlidad de puertas incluye:
grupos primero y segundo de puertas situados sobre seccio=-
nes de canal respectivas que seporan la fuente de Los dre-
najes primero y segundo respectivamente, y un tercer gru—
po de puertas situadss sobre secciones de canal respecti=-
vas que separan los drenajes. entre si.

12.~ EL disposiilsi\'ro seniconductor segin el Pun-—

_to 11 Jjuntamente con: medios conectados a algunas gelec—

cionades de dichas barreras y de dichos terminales de
salida para operar cl elemento segirn uns seleccionada de
una plurelidad de configuraciones ldgicas disvonitles.

13.~ EL dispositivo semiconductor segin el Punto 11
Juntamente con: medios que conecton el tercer grupo de
puertas a dicho terminal de la elimentacidn de energia
eléctrica, y medios que acoplan reciprocamente l.os termi-
nales de sglida primero y segundo respectivamente a una
puerts en los grupos segundo y primero pars operar el
elemento como un engsnche biestable.

14~ T dispositivo semiconductor del tipo de

efecto de campo, de puerts alslada, que comprende: un
sugtrato semiconductor de un tipo de conductividad; un
drenaje del tipo de conductividad opuesto difundido en uns
superficie de sustrato y que tiene una periferia alarge-
da irregular; fuentes primera y segunda de dicho tipo
de conductividad opuesto difundidas en dicha superficie
del sustrato, que tlene cada una uno periferia alargada

irregular situada inmediatamente adyacente a una parte
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respectiva de la periferia del drenaje y que tiene cada
une una parte irregular situada inmediatamente adyacen—
te a une parte respectiva de la periferia de la otra Ifuen—
te; incluyendo el materisl de sustrato una parbe de cenal
alargado estrecho interpuesta entre el drensje y cada
fuente, ¥ que aisgla eléctricamente el drenaje de cada
fuente, ¥ que aisla eléctricamente las fuentes entre siy
tiras alargadas vrimers y segunda de matberial sericonduc—
tor de dicho tipo de conductividad opuesbto difundidas so-
bre ¢l sustrato, conectadas eldctricomente a Las fusubes
primers ¥y segunda respectivamente, ¥y que forman impedan—
clas de corga para sus fuentes respectivassy terminsles

de salida primero y segundo conecbados eléetricomente a
las fuenbes primera y segunda respectiveanente; uns ali-
mentacidn de energla eléctrica que ¥iene un par de termi-
nales, uno de los cuales estd conectado al avenaje ¥y el
otro de los cusles estd conectado a extremos de las impe=
doncins de cargs alejados desde los extremos que estén
conectados a las fuentes; una pelicule de materisl als-—
lente superpuesta al sustrato, a las fuenbtes, gl drensje
¥ e las resistencias de carga; y unos medios que incluyen
una pluralidad de puertas metdlicas alargadas depositadas
sobre la peliculza aisglante ¥y aislades eléctiricomente del
sustratos de las Tuentes y del drenaje, estando situada
cada puerbts sobre una seceidn respectiva del cangl que se-—
para el drenaje de.uns de las Ifuentes, 0 altermnsvivemente,
une de las fuentes de la otra, y adsptada pare reciblr
potencial es de entrada de una polaridad y un nivel selec—
cionados para inducir en la seccidn yuxbapuesta del conal

wng zona Ge dicho tipo de conductivided opuesto para COw
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nectoer ¢léetricamente sus respectivos fuente y drenaje, o
par de fuentes.

15.~ EIL dispositive semiconductor segun el
Punto 14, en que dicha plurslidad de barreras inclp.ye:
grupos primero y segundo de puerlas situandas sobre sec-
clones de cansl respectivas separando el drenaje de las
fuentes primera y segunda respectivamente; y un tercer .
grupo de puertes situades sobre secciones de canal respec—
tivas sepando las fuentes entre si.

16.—~ E. dispositivo semiconductor segin el Pun-—
to 15 juntamente con: medios conectados a aliunos selec—
cionados de dichas puertas v terminales de solids pars
opear ¢l elenento gegin una seleccionnda de entre una plu-~
rolidad de configuraciones ldgicas disponibles.

17+.~ Un dispositivo semiconductor del tipo de
efecto de campo.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompafisn y
con los fines que se han especificado.

Bata Memoria consta de veintitres hojos escri-
tos 2 mdquina por una sola cara.

Madrid, © Nm‘-mgg

Alberiof df Kzapyry
L
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